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Диоды Шоттки на основе арсенида галлия (GaAs) химически и радиационно стабильны, устойчивы к высоким температурам и широко используются при изготовлении приборов, работающих на высоких частотах. В последние годы фотодиоды Шоттки с устойчивыми параметрами изготавливаются на основе никель‑арсенид галлия [1]. Фоточувствительность Ni‑n‑GaAs структуры при её освещении со стороны слоев Ni представлены на рис.1 и 2. Из рис.1 и 2 видно, что фоточувствительность структур Ni-n-GaAs при энергиях фотонов hν≥Eg для GaAs обусловлена возбуждением электронно-дырочных пар в эпитаксиальном слое и последующим разделением их полем поверхностного потенциального барьера. По зависимости If0 от hν [2] на этом участке определена ширина запрещенной зоны n‑GaAs Eg≈1.43 эВ при 300К (рис.1). Как видно из рис.1, зависимость If0‑hν, Ni‑n‑GaAs структуры при её освещении со стороны слоев Ni, фотоны (qφBo<hν<Eg) в Фаулеровском участке не могут воспроизвести фотоэмиссию на Ni. 
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Рис. 1. А) Спектральная зависимость фототока двух структур Ni-n-GaAs, освещенных Ni., Б) Спектральная зависимость фототока структур Ni-n-GaAs и Au‑n‑GaAs при освещении
Как показали результаты измерений, фотоны с энергией hν<1.3 эВ не могут возбудить электроны в Ni. С целью выяснения природы обнаруженной особенности проводился сравнительный анализ спектров фототока структур Au‑n‑GaAs и Ni‑n‑GaAs (рис. 2). Именно по этой причине оказалось невозможным определить величину qφBo для Ni‑n‑GaAs структур при их освещении со стороны никеля и для определения этой величины была изготовлена двухсторонняя фоточувствительная структура (Ni‑n‑GaAs). Таким образом, фотодетекторы, диодные структуры на основе Ni‑n‑GaAs видимых и ультрафиолетовых излучений впервые были изготовлены с использованием химических нанотехнологий. Были получены новые сведения о влиянии толщины никелевого слоя в Ni‑n‑GaAs диодной структуре на коротковолновой фотоэффект.
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